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Druckkontakt—Halbleiterbauelement

Die Erfindung betrifft ein Halbleiterbauelement mit Druck-
kontakten,

Bei,Halbleiterbauélementen mit groBen Leistungen wird immer

mehr .die sogenannte Druckkontaktierung angewendet. Halbleiter- E

bauelemente mit Druckkxontaktierung haben gegeniiber Elementen
mit nur Lotverbindungen eine griBere thermische Belastbarkeit.
Ebenso ist ihre Wechsellamtfestigkelt groBer. Der vorwiegend
aus einkristallinem Silizium hestehende Halbleiterkdrper wird
zwischen zwel AnschluBelektroden aus Molybdidn oder Wolfram
gelotet oder legiert., Auf diese folgen Zwieohansoheiben aus
Edelmetall und AnschluBkdrper, normalerweise aus Kupfer, zur
besseren Widrmeableitung., Diese Anordnung wird in ein Gehduse
eingelegt, welches mit Gehdusedeckplatten abgeschloss-en ist
und welches mit geeigneten Mitteln unter Druck gesetzt wird,
Dabei herrscht zwischen der AnschluBelektrode und der Zwischen-
8cheibe oder beil deren Fehlen dem AnschluBkdrper nur eine
'Druckkontak tverbindung,

Die DAS 1 204 751 beinhaltet ein Halbleiterbauelement mit £
meinsam verldtetem Halblaiterkorper, Elektrodenkdprer und
AnschluBelektrodenksrper. Diess Anordnung wird zwiaschen zwei
Gehdusedeokplatten eingelegt. Zwischen dsm AnschluBelskiroden~
kérper und der GehHusedeckplatts beatsht nur eine Druokkontakt-
verbindung,

Der Erfindung liegt dia Aufgabe zugrunde, sin Halblsitorslamant
mit noch bessersar woohsalfeutigkait und Widrmeverteilung su
schaffen als dis bekanntan, : .
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Zur Losung dieser Aufgabe geﬁt'die Erfindung von einem Druck-
kontakt-Halbleiterelement aus mit einem scheibenformigen Halb-
‘leiterksrper mit mindéatens einem durch Diffusion hergestellten
pn-Ubergang und AnschluBelektroden aus Metall, dessen Ausdeh-
nungskoeffizient dem des Halbleitermaterials nahe kommt, und

| mindestens einer, sich an diese anschlieBende Zwischenscheibe au
Edelmetall und mindestens einem auf diese folgenden Geh&useab-
deckplatten, Die Erfindung besteht darin, daB zwischen der
AnschluBelektrode, der Zwischenscheibe, dem AnschluBkﬁrper und
- der Gehdusedeckplatte jewells eins Druckkontaktvérbindung
besteht. ' ' '

Der Vorteil des erfindungsgemdBen Halblelterbauelementes besteht
in der besseren Wirmeverteilung und griBerer Wechselfestigkeiti
gegeniiber Halbleiterbauelementen mit nur einem oder zwei Druck-
kontaktverbindungen. -

In der Zeichnung ist ein Ausfuhrungsbeispiel abgebildet das im
folganden besohrieben wird.

:Ein Halbleiterkﬁrper'1 mit planparallelen Oberflédchen ist zwi-
eOhén'zwei scheibeniﬁrmigeh MolybdHnscheiben 22' geldtet. Der
Halbleiterkdrper selbst ist naoh bskannten Methoden zur Erzeu-

- gung mindestens eines pneUberganges diffundiert, danach ver—-
nickelt und gegebenenfalls vergoldet, Auf'die Molybddnacheiben
folgen zwel Zwischensoheiban 33! aus Edelmetall und auf diese
mindestens ein, gegabenenfalls versilberter Anschluﬁkdrner g

aus Kupfer. Die gwischena.-cheiben 33' kénnen u.U, auch entfal-

veradelt aind, Diesa Anordnung wird zwiasochen zwai sbenfalls
oberfiﬁcheﬁvéredelterGeh&uaedeokplatten 55' msghanisch gepradt,
7wischen der Anschlufelsktroda, der Zwischenscheibs, dem '
AnschluBktrpezr und dar Geh#ussdackplaite beaten’t nun jewella
aine Druckkontakivarbindung zur Strom- und Wirmelaitung, '

lad,.Wann"die Anschluﬂkdrparrantapreohend galvanisoh oberfldchen
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Patentanspruch:

Druckkontakt-Halbleiterbauelement mit einem scheibenfdrmigen
Halbleiterkdrper mit mindestens einem durch Diffusion herge-
stellten pn-Ubergang und AnschluBelektroden aus Metall, dessen
Ausdehnungskoeffizient dem des Halbleitermaterials nahe kommt,
und mindestens einer sich an diese anschlieBenden Zwischen-
scheibe aus Edelmetall und mindestens einem auf diese folgenden
metallenen AnschluBkorper und abschlieBenden Gehidusedeckplatten,
dadurch gekennzeichnet, daB zwischen der AnschluBelektrode,
der Zwischenscheibe, dem AnschluBkSrper und der Gehdusedeck-
platte jeweills eine Druckkontaktverbindung besteht}a
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